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(57) Dispositif de conversion harmonique de signal hyperfre- 
quence, destine a echantillonner a une frequence d'6chantiiion* 
nage donn£e, des signaux du domaine hyperfrequence, com* 
prenant un generateur de signaux d'echantillonnage, des 
moyens echantillonneurs relies a un genfirateur de signaux a 
echantillonner. et realisant 1'ouverture/fermeture alternee de 
portes d'echantillonnage, et une imp6dance de sortie aux 
bornes de laquelle sont recueiltis les signaux 6chantiIlonnes, 
caracteris6 en ce que les moyens echantillonneurs sont consti- 
tues d'au moins un transistor a effet de champ non polarise. 
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DISPOSITIF DE CONVERSION HARMONIOUE DE SIGNAL 
HYPERFREQUENCE 

La presente invention concerne un dispositif de conversion 
harmonique de signal hyper frequence. 

On connait de tels dispositifs, appeles communement tete 
d' echantillonnage, et destines i echantillonner un signal 
de frequence elevee, du domaine hyper frequence , a une 
frequence d' echantillonnage dorine; le signal hyperfrequence 
a echantillonner presente une frequence comprise 
typiquement entre environ un GHz et quelques dizaines de * 
GHz; la frequence d 1 echantillonnage doit etre tres 
inferieure 2l la frequence du signal hyperfrequence, par 
exemple de un GHz . Ces dispositif s permettent de 
transformer un signal hyperfrequence en un signal basse 
frequence (par exemple inferieur k 500 MHz) . Ces 
dispositifs sont appliques dans des appareils 
d 1 instrumentation microonde tels que des analyseurs de 
spectre, fequencemetres et synthetiseurs de frequence. 

Les dispositifs connus de ce type comportent un 
echantillonneur dont une entree est reliee i un generateur 
hyperfrequence engendrant le signal & echantillonner et 
l 1 autre entree est reliee i un generateur d' impulsions 
delivrant un signal de commande d 1 echantillonnage; ce 
dernier est constitue d 1 une suite de signaux 
rectangulaires , & une frequence de recurrence de 1 GHz par 
exemple, et de largeur * de I'ordre de quelques dizaines de 
picosecondes, definissant des portes d 1 echantillonnage. 
L 1 echantillonneur effectue une convolution du signal k 
echantillonner et du signal d 1 echantillonnage. Le signal 
echantillonne (resultant de 1' echantillonnage) basse 
frequence, de I'ordre de quelques centaines de MHz, est 
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recueilli sur une impedance de sortie de valeur donn£e et 
impos^e par 1' adaptation d 1 impedance des appareils destines 
a etre relics h la sortie du dispositif. A la sortie de 
celui-ci est g6n£ralement pr6vu un filtre passe-bas. 

De fagon connue, l'dchantillonneur, r6alisant les 

ouvertures/fermetures altern^es de la porte 

d 1 6chantillonnage, comprend une diode Schottky polarisde en 

continu. 

Par ailleurs, on sait que Involution de la technique 
glectronique tend vers l 1 utilisation de plus en plus grande 
de circuits intdgr^s monolithiques. 

Or, les diodes Schottky sont dif f icilement r£alisables par 
cette technologie. 

En outre, les gchantillonneurs & diode Schottky constituent 
en fait des dipoles et prdsentent des fuites. II est done 
nScessaire d'isoler 1' entree et la sortie en faisant appel 
a une structure 6quilibr£e , & deux diodes associ€es k un 
trans formateur, pour decoupler le signal d"entr6e 
(hyper frequence) du signal de commande d 1 6chantillonnage. 
On aboutit ainsi i un structure relativement compliqu£e et 
encombrante, ce qui augmente encore les difficulty 
d' integration sur circuits monolithiques. 

Enfin, ces diodes ndcessitent de forts signaux de commande, 
ce qui entraine une consommation d'6nergie relativement 
importante. 

L 1 invention rem6die & ces inconvdnients et propose un 
dispositif de conversion harmonique, ou tfite 
d r 6chantillonnage, facilement realisable sous forme de 
circuit int6gr6 monolithique. 
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A cette fin, selon l 1 invention, le dispositif de conversion 
hanaonique de signal hyper frequence, destine k 
6chantillonner, & une frequence d'dchantillonnage donnte, 
des signaux du domaine hyperfr6quence provenant d'un 
g£n£rateur de signaux k 6chantillonner, du type comprenant 
un g6n6rateur de signaux de commande d'6chantillonnage, des 
moyens 6chantillonneurs pour rtaliser I'ouverture/fermeture 
altern§e des portes d f dchantillonnage, et une impedance de 
sortie aux homes de laquelle sont recueillis les signaux 
6chantiilonn6s, est caractdrisd en ce que les moyens 
6chantillonneurs sont constitu^s d'au moins un transistor a 
effet de champ non polar is6. 

Le dispositif selon I 1 invention peut §tre facilement 
intdgr§, et fonctionne avec une puissance de commande 
relativement faible, ainsi que mentionn6 pr£c§demmment. 

De pr£f£rence, le transistor 6chantillonneur a effet de 
champ est du type k semi-conducteur de type III -V 

Plus pr6cis£ment, le transistor 6chantillonneur est du type 
arseniure de gallium. 

Par ailleurs, les pertes d 1 Energies des dispositif s connus 
sont importantes, car a celles de chacun des constituants 
du dispositif s'ajoutent les pertes dues au fait que 
l'6nergie du signal hyperfr£quence est prise pendant la 
dur6e d'tchantillonnage puis distribute pendant le temps 
sdparant deux impulsions; comme ce temps est tres sup6rieur 
k la durte des impulsions, on obtient un signal de faible 
niveau, et done un rapport signal/bruit 61ev6. 

De plus, les dispositif s auxquels appartient I 1 invention, 
doivent pouvoir fonctionner dans une bande de frequence du 
signal k dchantillonner la plus dtendue possible , et ce 
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avec un rapport signal/bruit le plus 61ev6 possible; de 
meme, le gain de conversion (rapport des puissances des 
signaux d 1 entree et de sortie) doit §tre le plus grand 
possible. Or, la condition de bande de frequence implique . 
de faibles variations (quelques dB) du gain en puissance, 
en fonction de la frequence. Ainsi, les temps d'ouverture 
de la porte d' echantillonnage doivent §tre tres courts, et 
ce pour toute la bande de frequence des signaux k 
echantillonner. En outre, les conditions de gain de 
conversion 61ev6 et de bande de frequence large sont 
contradictoires . 

Afin de remedier k ces inconvenients et remplir ces 
conditions, l 1 invention concerne egalement un dispositif de 
conversion harmonique de signal hyper frequence, destine k 
echantillonner, k une frequence d 1 echantillonnage donn6e, 
des signaux du domaine hyperfrequence provenant d f un 
g6n6rateur de signaux k echantillonner, du type comprenant 
un g£n£rateur de signaux de commande d' echantillonnage, des 
moyens echantillpnneurs pour realiser 1 'ouverture/fermeture 
alternee des portes d' echantillonnage, et une impedance de 
sortie aux bornes de laquelle sont recueillis les signaux 
echantillonn6s, remarquable en ce qu'il comprend entre les 
moyens e chant i 11 onneurs et 1' impedance de sortie, un 
bloqueur d'ordre zero. 

Les pertes 6nergetiques du dispositif sont ainsi limitees 
aux pertes des elements const ituant ce dernier. 

En outre, le bloqueur d'ordre zero se comporte comme vine 
charge capacitive pour l'6chantillonneur; cette charge est 
equivalente k une capacity C en paralldle sur une 
resistance R; cette derniere est en fait constitute de la 
resistance de grille du transistor T2 en parallelle sur la 
resistance drain-source du transistor Tl. 
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La capacity C se charge pendant le temps Ro C (avec Ro 
resistance interne du generateur 2) correspondant 
sensibiement a * et se d6charge lentement pendant le 
temps R C des que la porte d'echantillonnage se ferme a 
nouveau. Or, les temps d'echantillonnage doivent Stre tres 
courts si I'on veut obtenir une bande de frequence large. 
Ceci conduit k une valeur de C petite. La resistance et la 
capacite 6quivalente du bloqueur ont des valeurs 
respectives R et C telles que le produit RC est inf erieur a 
1' inverse de la frequence d'echantillonnage. En effet, le 
temps de decharge (sensibiement RC) de la capacite doit 
etre grand devant l l inverse la frequence d'echantillonnage; 
autrement dit, la resistance R doit etre tres grande. En 
effet, lorsque la porte s'ouvre, la capacite reste chargee 
a la valeur prise (en premiere approximation) par le signal 
a echantillonner k la fin de la periode pr6c6dente* 

II ressort de ce qui precede que le param&tre fondamental 
n'est plus la dur6e du temps d'echantillonnage mais 
1' instant de fermeture. 

II est done possible de faire fonctionner le dispositif 
avec des durees d'echantillonnage plus longues, ce qui 
permet d'etre moins exigeant quant aux caracteristiques des 
transistors utilises, et egalement de r6aliser les 
impulsions d'echantillonnage k partir d'un signal 
sinusoidal. 

A cette fin, le generateur de signaux de commande 
d'echantillonnage comporte avantageusement un element 
ecreteur , compose de deux diodes montees t&te-beche, et un 
element derivateur du premier ordre du type RC. 

Selon une forme pref6r6e de realisation, le bloqueur 
d' ordre z6ro comprend un transistor k effet de champ. 
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Ceci permet d'augmenter les possibility d 1 integration sous 
forme de circuit integre monolithique du dispositif ; de 
realiser une adaptation d 1 impedance entre le transistor Tl 
et l 1 impedance de sortie du dispositif, et surtout 
d'augmenter le rapport signal/bruit. 

En outre, les conditions enoncees ci-dessus, & savoir C 
faible et R elevee sont ainsi remplies. 

Plus particulierement, le transistor bloqueur est monte en 
suiveur; sa grille est reliee a la source du transistor 
echantillonneur, sa source est reliee h la sortie du 
dispositif, et son drain a la masse par une capacite. 

En variante, le transistor bloqueur peut €tre monte en 
ampl if icateur . 

Avantageusement, selon une forme de realisation 
particulierement simple, le dispositif comprenant un 
transistor echantillonneur et un transistor bloqueur, tout 
deux a effet de champ, le genera teur est const itue d'un 
oscillateur local, deiivrant un signal sinusoidal, relie 
directement au transistor echantillonneur. 

Ainsi, il est possible mettre directement en forme 
impulsionnelle le signal d'echantillonnage, simplifiant en 
consequence la realisation du generateur d 1 impulsions . 

L 1 invention sera bien comprise k la lumifcre de la 
description qui suit en se referant au dessin annexe, dans 
lequel : 

- La figure 1 est un schema de principe d'une tite 
d 1 echant illonage ; 
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La figure 2 est un schema montrant une forme de 
realisation du dispositif selon I 1 invention ; 

La figure 3 montre un schema eiectronique du generateur 
d 1 impulsion ; 

La figure 4 montre une variante de realisation de 
l 1 invention. 

La figure 5 est un exemple de realisation plus detailie 
de l 1 invention correspondant k la figure 4. 

La figure 6 est une courbe montrant les variations du 
gain en fonction de la frequence du signal k 
echantillonner, pour plusieurs valeurs de la resistance 
du transistor echantillonneur. 



On a represente sur la figure 1 le schema de principe d*une 
tete d 1 echantillonnage 1 , reliee a un generateur 2 
engendrant des signaux Vrf k echantillonner, du domaine 
hyperfrequence (de l'ordre de 1 k 20 GHz) , un generateur 3 
de signaux de commande d 1 echantillonnage, k une frequence 
d' echantillonnage de I'ordre par exemple de 1 GHz, dispose 
en parallele sur le generateur 2 de signal Vrf. Les sorties 
de chacun des deux generateurs 2 et 3 sont reliees aux ■ 
entrees d'un echantillonneur 4, dont la sortie est reliee a 
la sortie S du dispositif sur laquelle est branchee une 
resistance. r 0 destinee k 1' adaptation d' impedance du 
dispositif avec les appareils susceptible© d'etre relies k 
la sortie de celui-ci. Un filtre passe-bas 5 est relie & la 
sortie du dispositif. 



L' echantillonneur 4 est symbolise sur la figure 1 par une 
porte d 1 echantillonnage ideale. 
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Le generateur 3 deiivre des impulsions a frequence 
d'echantillonnage de 1 GHz par exemple, constitutes de 
signaux rectangulaires de largeur (en temps) T , de 
l'ordre de 10 & quelques dizaines de picosecondes. 

Un exemple de realisation selon l 1 invention du generateur 3 
sera decrit ulterieurement en relation avec la figure 3. 

Dans les dispositifs connus, I'echantillonneur 4 comporte 
des diodes Schottky dont les inconvdnients ont ete 
mentionnes dans le preambule de la presents demande. . 

Selon l 1 invention, comme montre sur la figure 2 (ou les 
elements semblables portent le m&mes references) , 
1 ' echantillonneur 4 comporte un transistor h effet de champ 
non polarisd (tension drain-source quasi-nulle) , portant la 
reference Tl. Le transistor Tl fonctionne en regime de 
commutation avec des temps d f ouverture/fermeture tres court 
par rapport k l'art anterieur. 

De preference, le transistor T± est du type h 
semi-conducteur Iii-v et plus particulierement du type 
A s G a (arseniure de gallium) . 

Le transistor & effet de champ T 1 apporte au dispositif 
les avantages suivants : 

- facilite de realisation sous forme de circuit integre 
monolithigue ; 

- faible energie de commande ; et 

- isolation simple et efficace entre . 1 1 entree et la sortie 
de 1 f echantillonneur. 



La description qui suit se refere aux figures 3^6 
montrant des exemples de realisation de 1' invention 
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incorporant des caract£ristiques additionnelles 
avantageuses (par rapport It celles de la figure 2) . 

Dans les dispositifs connus, si le gain de conversion 
diminue, la bande de frequence d 1 utilisation (du signal a 
6chantillonner) augmente. Cependant r ceci n£cessite 
1' utilisation d'un g£n£rateur d* impulsions de largeur * . 
faible, de I'ordre de quelgues dizaines de ps, par exemple 
de 3 Ops, pour une frequence maximal e de I'ordre de 18 GHz. 

Afin d*6viter 1 'utilisation d 1 impulsions de largeurs trop 
faibles avec un gain de conversion tres rdduit, 1 1 impedance 
de charge de 1 ' dchantillonneur Tl doit £tre choisie 
j udicieus ement - 

Selon l 1 invention, on utilise comae impedance de charge une 
charge capacitive 6 (figure 4) Squivalente k une capacity C 
en parallele sur une resistance R. 

La charge capacitive correspond & un blogueur d'ordre z6ro. 

Lorsque la porte de 1 'dchantillonneur est ouverte, la 
capacity C se charge avec la constante de temps Ro C. II 
faut dont que la durde d'dchantillonnage T soit 
suf f isamment grande par rapport h Ro c. Ainsi, Ro dtant 
fixd, une durde r courts implique une valeur de C faible. 

Lorsque la porte est ferm6e (c'est-i-dire le transistor Tl 
est non conducteur) , la capacit6 C se ddcharge lentement 
dans la resistance R avec une constante de temps R x C. La 
capacity reste charg6e k la valeur prise, en premiere 
approximation par le signal hyperfrdquence V^, * la fin 
de la pdriode pr€c6dente. II convient done que le temps de 
ddcharge ( soit sensiblement R c) de la capacity soit grand 
devant la frequence d'dchantillonnage , e'est-a-dire que la 
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resistance R soit de valeur importante. La resistance R est 
choisie suffisamment eievee pour realiser la condition:. 

R.C > 1/F 0L avec F 0L = 1 GHz 

Le temps de charge (correspondant k 1' acquisition) doit 
etre court, tandis que la d6charge (correspondant au 
stockage) doit etre relativement long , d'ou les conditions 
mentionn6es ci-dessus, valeurs de C faible et de R eievee. 
C est de l'ordre de quelques diziemes de picoFarad, 
typiquement de 0,2 pF. 

La presence de la capacity C (bloqueur d'ordre z6ro) permet 
d'intdgrer les impulsions d 1 6chantillonnage entre deux 
prises d 1 echantillons successives, et surtout permet de 
realiser 1 'echantillonnage avec des durees d 1 impulsions de 
commande plus longues (pouvant aller jusqu'i 300 
picosecondes) que ne l'exigeait la frequence maximale dans 
les dispositifs connus. 

Afin de permettre une forme de realisation du dispositif 
compatible avec les valeurs de C et de R indiqu£es 
precedemment (R ne pouvant etre egale k 1* impedance de 
charge classiquement utilisee de 50 Ohms) , la charge 
capacitive RC est constituee, comme montr6 sur la figure 5, 
d'un transistor k effet de champ T2 polarise; sa grille est 
reliee k la source du transistor echantillonneur Tl, son 
drain * la masse par une capacite C2 et sa source k la 
sortie du dispositif (k une borne de r Q ) • 1' impedance de 
charge capacitive correspond k 1' impedance d 1 entree du 
transistor T2. 

Le rdle du transistor T2 consiste precisement & presenter 
une resistance grande et une capacite petite en rempla^ant 
le gain en tension (peu different de I'unite) par un gain 
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en puissance dans la resistance r Q = 50 Ohms . Ce second 
transistor T2 peut etre monte, soit en suiveur (figure 5), 
soit en amplif icateur (drain et source sont alors 
respectivement inverses par rapport au montage de la figure 
5). 

Le transistor T2 est de preference du type h 
semi-conducteur III-V, plus particulierement du type As Ga. 

Par ailleurs, la demanderesse a calcuie le gain de 
conversion en fonction de la frequence dans le cas ou R 
tend vers l'infini et C= 1 pF, pour deux durees ~C 
d' impulsions. II apparait que, contrairement aux 
dispositifs connus ou R=50 Ohms, la duree d'ouverture t: 
n'est plus un parametre fondamental. En effet, on constate 
pour des temps d'ouverture de 40 et 250 ps, des resultats 
sensiblement identiques. 

De plus, les gains de conversion presentent des valeurs 
nettement meilleures que celles obtenues avec une charge 
resistive de l'art anterieur. 

Les r6sultats precedents sont confirmes et ameiiores 
lorsque la capacite C vaut, non plus lpF, mais 0,3 pF. 

La limite inferieure de la valeur que l'on peut ddnner k C 
correspond sensiblement & la capacite d' entree de I'etage 
de sortie. 

A noter egalement, que grSce h 1' invention, la plage de 
frequence des signaux & echantillonner est eiargie, 
typiquement d f environ un GHz & 15-20 GHz, et les pertes de 
conversion sont reduites dans une large mesure. 
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En relation avec la figure 3, il est decrit ci-apres un 
exemple de realisation particulierement avantageux du 
generateur 3 d 1 impulsions d'echantillonnage. 

Comme indique precedemment, la duree d'ouverture de la 
porte d'echantillonnage peut etre relativement importante, 
de 1' ordre de. 250 ps ; les impulsions d'echantillonnage 
peuvent etre avantageusement realis6es & partir d'un signal 
sinusoidal. 

Le signal sinusoidal a la frequence d'echantillonnage FoL 
de 1 GHz, engendre par un oscillateur OL, est ecr6te pour 
obtenir un signal car re, puis est derive pour obtenir des 
impulsions de frequence 1 GHz. A cet effet, le generateur 3 
comporte un element ecreteur 5, compose de deux diodes 
Schottky dl et d2, montees t£te-b6che, et un element 
derivateur du premier ordre du type RC avec une resistance 
Rl et une capacity CI, Soit Vo la tension de dechet des 
diodes, la tension d' entree sera egale a : 
E 0L « 2.VO / (2 IT F 0L . T ) 
soit E 0L = 1 Volt, pour Vo»0,8 Volt et t = 250 ps 

Pour tenir compte de la capacity d v entree du transistor Tl 
(de l 1 ordre de 0,2pF), la capacity CI est choisie de 
I'ordre de 2pF ; Rl vaut alors environ 50 Ohms.* 

La figure 5 montre un exemple prefere de realisation du 
dispositif selon I 1 invention dans son ensemble. 

De preference , 1 1 ensemble 8 comprenant les diodes dl et d2, 
la capacite CI, la resistance Rl du generateur 
d' impulsions, le transistor Tl echantillonneur, le 
transistor bloqueur T2 et la capacite C2, est realise sous 
forme d'un circuit integre monolithigue, autorisant des 
valeurs de la capacite C faibles. 



2616984 



- 13 - 

Cette forme de realisation autorise des valeurs de capacite 
faibles remplissant la condition requise, notamment pour le 
bloqueur d'ordre zero constitue par le transistor T 2 $ 
autorisant ainsi un fonctionnement k tres large bande de 
frequence du dispositif . 

Sont donndes ci-apres, k titre d'exemple, quelques 
dimensions. Les longueurs de grille des transistors T^ et 
T 2 sont inferieures k 1 micron tandis que la largeur du 
transistor bloqueur T 2 est d' environ 300 microns, et 
celle du transistor echantillonneur d 1 environ 150 
microns. 

Les grilles peuvent etre realisees de maniere classique, 
soit par masquage optique soit par masquage eiectronique. 

A noter que les transistors Tl et T2 peuvent etre 
monogrille ou k deux grilles. 

Par ailleurs r la demanderesse a etudie l 1 influence sur le 
gain de la qualite du transistor echantillonneur Tl ;le 
gain a ete calcuie en fonction de la frequence du signal k 
echantillonner, pour plusieurs valeurs de resistance R on 
presentees par la porte d'echantillonnage lorsqu'elle est 
ouverte, et R Q ff lorsqu'elle est fermee. Les resultats 
indiques sur la figure 5 montrent que les parametres Hon 
et R Q ff ont peu d 1 influence sur le fonctionnement du 
dispositif, tout au moins dans des limites raisonnables de 
variation. 

Ainsi la qualite du transistor Tl echantillonneur semble ne 
pas influencer de fagon significative les performances du 
dispositif selon l 1 invention. 
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Celui-ci pr^sente des gains de conversion de l'ordre de -5 
dB entre 1 et 18 GHz environ, ce qui repr6sente des 
performances bien sup£rieures & celles des dispositifs 
connus • 
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REVENDICATIONS 

Dispositif de conversion harmonique de signal 
hyper frequence , destin6 k dchantillonner k une 
frequence d ' dchantillonnage donnde, des signaux du 
domaine hyper fr6quence, comprenarit un g6n6rateur de 
signaux d^chantillonnage, des moyens dchantillonneurs 
reli6 h un g§n6rateur de signaux & 6chantillonner, et 
rdalisant I'ouverture/fermeture alterade de portes 
d'dchantillonnage, et'une impedance de sortie aux 
homes de laquelle sont recueillis les signaux 
dchantillonn6s, caract6ris6 en ce que les moyens 
6chantillonneurs sont constitute d'au moins un 
transistor k effet de champ non polarise. 

Dispositif selon la revendication 1, caract6ris6 en ce 
que le transistor 6chantillonneur est du type & 
semi-conducteur III -V. plus particulierement du type k 
arseniure de gallium, 

Dispositif de conversion harmonique de signal 
hyperfrdquence, destine k dchantillonner A tine 
frequence d ' £chantillonnage donnde, des signaux du ■ 
domaine hyper frequence ,comprenant un gdndrateur de 
signaux d'dchantillonnage, des moyens dchantillonneurs 
-relids k un g6n6rateur de signaux k dchantillonner, et 
rdalisant I'ouverture/fermeture alternde de portes 
d'dchantillonnage, et une impedance de sortie aux 
homes de laquelle sont recueillis les signaux 
6chantillonn§s, caractdrisd en ce qu'il comprend, un 
bloqueur d'ordre zdro k la sortie des moyens 
dchantillonneurs . 
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Dispositif selon l'une quelconque des revendications 
3, 1 et 3, et 2 et 3, caract6ris6 en ce que le 
blogueur d'ordre z6ro joue le rdle d f une charge 
capacitive, 6quivalente & un capacity en parallele sur 
une resistance, dont les valours sont telles que leur 
produit soit infdrieur h 1' inverse de la frequence 
d 1 6chant illonnage . 

Dispositif selon la revendication 3 ou 4, caractdrisd 
en ce que le bloqueur comprend un transistor a ef fet 
de champ 

Dispositif selon la revendication 5, caractdris6 en ce 
que le transistor bloqueur est du type a 
semi-conducteur III-V, plus particulierement du type 
As Ga. 

Dispositif selon la revendication 5 ou 6, caract£ris£ 
en ce que le transistor bloqeur est mont£ en suiveur, 
sa grille 6tant relive aux moyens 6chantillonneurs. 

Dispositif selon l'une des revendications pr^cddentes, 
caractdris6 en ce que le g£n£rateur d 1 impulsions 
comprend un oscillateur susceptible d'engendrer des 
signaux sinusoidaux, un 616ment 6cr6teur suivi d'un 
616ment d6rivateur. 

Dispositif selon les revendications 1 et 3, ou les 
revendications 1 et 5^ caract£ris£ en ce que le 
g6n£rateur d' impulsions est constitu6 d'un 
oscillateur, d61ivrant des signaux sinusoidaux, reli6 
directement au transistor 6chantillonneur. 
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10 - Dispositif selon l'une des revendications 3 & 6, 

caract6ris6 en ce que les 616ments passifs du 
g6n6rateur d' impulsions, le transistor 
d*dchantillonnage, et le transistor bloqueur , sont 
r6alis6s sous la forme d"un circuit int6gr6 
monolithigue. 

11 - Dispositif selon les revendications 1 et 5, 

caract6ris6 en ce que les transistors 6chantillonneur 
et bloqueur sont r6alis6s sous forme de circuit 
intdgr6s monolithique, et en ce que les longueurs de 
grille des transistors respectivment dchnantillonneur 
et bloqueur T 1 et T 2 sont infSrieures & 1 micron 
tandis que la largeur du transistor bloqueur T 2 est 
d 1 environ 300 microns, et celle du transistor 
£chantillonneur d 1 environ 150 microns. 
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